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 近年、柔軟性や軽量性、作製の容易さなどの観点から、有機薄膜トランジスタ（OTFT)が注目

されている。OTFT の電気特性が制限される要因として、金属電極–有機界面におけるキャリア注

入障壁やキャリアトラップなどが挙げられるが、真の律速原因を明らかにするためには電極界面

やチャネル内におけるキャリア分布およびその動的挙動の評価が必要となる。われわれはこれま

でケルビンプローブフォース顕微鏡（Kelvin-probe Force Microscopy: KFM)や走査型容量原子間力

顕微鏡 （Scanning Capacitance Force Microscopy: SCFM) [1]を用いて OTFT のキャリア分布評価を

行ってきた[2]。SCFM は静電気力検出に基づいた容量顕微鏡であり、OTFT における空乏層容量

の検出、可視化を行うことができ、ピンチオフ領域で動作している OTFT チャネル内の空乏層可

視化などに有用である[2]。今回の発表では、作製条件の異なる試料での KFM および SCFM の同

時測定による結果について報告する。 

 300 nm 厚の熱酸化膜を有する n++-Si 基板上に厚さ 20 nm の Au/Cr 電極を作製し、基板温度を

50℃または 80℃としてジナフトチエノチオフェン（DNTT, C22H12S2)を真空蒸着し、ボトムゲー

ト・ボトムコンタクト型 OTFT を作製した（Fig. 1）。ソース電極を接地し、ドレイン（Vd）に–5 

V、ゲート（Vg）に–15 V を印加した状態で、Pt コートカンチレバー(共振周波数約 70 kHz)に交流

電圧（2 Vp-p. fm = 1 kHz)を印加して取得した周波数変調（FM)KFM による表面形状像及び表面電

位像を Fig. 2 に示す。当日はさまざまなバイアス条件下における KFM/SCFM 評価結果を示し、試

料作製条件との相関ついて議論する。 
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Fig. 2: (a) Topographic image and (b) surface potential image of DNTT OTFT  

(Vd = –5 V, Vg =– 15 V). 

 

Fig. 1: The Schematic of DNTT bottom-gate 

bottom- contact OFET. OTFT. 
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